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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

o Bulletin de 1a CEI

@®  Rapport d’activite de la CEI
Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the 1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from 1EC
National Committees and from the following 1EC sources:

® I EC Bulletin

@®  Report on IEC Activities
Published yearly

®  Cpmivpuedes pubticattonsde T CET

Pliblié annuellement

Termipologie

En de qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportefa a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technighe International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitrgs séparés traitant chacun d’un sujet défini, P'Index
général| étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présg
ont été|soit repris du V.E.L, soit spécifiquemefit approuv&
fins de[cette publication.

Symbeoles graphiques et litteraux

Pour] les symboles graphiqqes, s
d’usagq général approuvés
— la Rublication 27 de la

éledtrotechniqu
— la Rublication ¢4

mandés.

Les
ont été
cifique

Les
et les mi
la CEL

Autrep ‘publications de la CEI établies par le méme

referred to 1EC Publi-
ichl Vocabulary (LE.V.),
hpters each dealing with
published as a separate
supplied on request.

the present publication
2  have been specifically
approved for the purpose of this publicgtion.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are freferred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols|to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended| graphical symbols.

The symbols and signs contained in
have either been taken from [ EC Public
been specifically approved for the purp.

The letter symbols for semiconductor
microcircuits are contained in [EC Pub

the present publication
htions 27 or 117, or have
se of this publication.

devices and integrated
ication 148.

Other 1E C publications prepared by the same

Comite d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other | EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Deuxiéme complément a la Publication 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE

intégres.

Elle constitue le deuxiéme complément 4

résultent de travaux qui ont commenceé a 3
573), La Haye (1974), Tokyo (1975), Nicg

Espagne Portugal
Etats-Unis d’Amérique Roumanie
Finlande Royaume-Uni
France Suéde

Hongrie Suisse

Isragl Tchécoslovaquie
Italie Turquie

Union des Répu
Socialistes Soy

Japon
Pays-Bas
Pologne

Comités d’Etudes

e mesure possible

&s nationaux.

hales le permettent.
nesure du possible,

ucteurs et circuits

dispositifs a semi-

tockholm (1971) et
(1976) et Moscou

juin et juillet 1974,

plément:

bliques
iétiques

re les symboles des

chapitres VII et VIIL

hapitre 11 et 3.7 du

pa : s a
chapltre IX contre les symboles pour les d1ss1pat10ns al etabhssement et a Ia coupure du courant des paragraphes 3.3 des

Le Comité national du Royaume-Uni a voté contre les symboles relatifs au facteur de bruit dans les chapitres I et XII.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Second supplement to Publication 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

FOREWORD

ommitiees on which all the
s possibleg an)|nternational

Natipnal Committees having a special interest therein are represented, express, as nea

1) The Eorma] decisions or agreements of the [EC on technical matters, prepared by Technical
consknsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted fitfees in that

sense¢.

3) In ofder to promote international unification, the IEC expresses the wish tha all Nationa i ld adopt the
text fof the IEC recommendation for their national rules in so far as pe iOns ‘Wi divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rule indicated in
the latter.

Thi

s|standard has been prepared by IEC TeChnisal Cofmmitteg . ico i ted Circuits.
It constitutes the second supplement to IEC i ; Y d Integrated
Microcircuits.

The nued during

Sixtden drafts were circylated to th i mittee i ¥ i hd July 1974,
June 1975, April 1976 and June 1978y i

The following ¢ ¢ publication of all or part of this supplement:
Argentina

Australia

Germany South Africa (Republigof)
Hungary Spain
Israel Sweden

Italy Switzerland

Japan Turkey

Netherlands Union of Soviet

Poland Socialist Republics
Portugal United Kingdom
Romania United States of Amerifa

The [French-Nation ommittee voted against the symbols in Sub-clauses 3.1 of Chapters III and VII, agains| the symbols
of Subiclauseés 3.2 of Chapters VII and VIII, against the symbols related to temperature of Sub-clauses 3.9 of C{napter II and
3.7 of Chapter IX, against the symbols for turn-on and turn-off dissipations of Sub-clauses 3.3 of Chapters VIT and VIIL

The United Kingdom National Committee voted against the symbols for noise factor (noise figure) in Chapters I and XIL
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Deuxiéme complément a la Publication 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

CHAPITRE I: GENERALITES

Page-24

b.5  Grandeurs diverses

Mjouter le texte suivant:
Facteur de bruit moyen:

Facteur de bruit «unité»:
Rapport de température de bruit:

CHAPITRE ‘ OLAIRES

[ Ajouter a

N

AN AV
Wdés' nation Symbole littéral Observations

N\
Coefficient de réflexion d’entrée:
_ /—.en mo émetteur commun S11e OU Sje

<< .en montage source commune S11s OU Sis
——— €I IMOIage base COMMIITUIT 3TI6 OU 37p
— en montage grille commune S11g0U Sig
— en montage collecteur commun $11c OU Sic
— en montage drain commun S11d OU Sid

Coefficient de réflexion de sortie:

— en montage émetteur commun §22¢ OU Sge
— en montage source commune 8225 OU S
— en montage base commune $22b OU S
— en montage grille commune 522 OU Sog
~ en montage collecteur commun $22¢ OU Sic

— en montage drain commun $724 OU Sod
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Second supplement to Publication 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

CHAPTER I: GENERAL

Page 25

6.5 Sundry quantities
Add the [following text:

Avferage noise figure, average noise factor: E
Sppt noise figure, spot noise factor: F
N,

Oiéput noise ratio:

Equivalent input noise voltage (of a two-port):
Equivalent input noise current (of a two-port):
Nagise temperature:

Reference noise temperature:

CHAPTER

A\

Page 31

3.4.2 Small-signal pavameters
Add at the en(do\i lavse (p 7) the following letter symbols:

AR
N\ N
/Na\m&Kd ignation Letter symbol Remarks

Input reﬂectw:
— in fompon-emittéreonfiguration $11e OF Si¢

— in pommon-source configuration ~ $115 OT Sig
- in common-base configuration S11b OF Sib
— in common-gate configuration $11g OT Sig
— in common-collector configuration Si1c O Sic
— in common-drain configuration S11d OF Sig

Output reflection coefficient:

— in common-emitter configuration §22¢ OF Sge
— in common-source configuration $925 OT Sog
— in common-base configuration 522b OT Sop
— in common-gate configuration 522g OT S
— in common-collector configuration $77¢ OF g

— in common-drain configuration 5224 OT Sod
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Nom et désignation Symbole littéral Observations
Coefficient de transmission direct:
— en montage émetteur commun $21¢ OU Sfe
— en montage source commune 5715 OU Sfs
— en montage base commune 521b OU Sgp,
— en montage grille commune $31g0U s§g
— en montage collecteur commun $21¢ OU Sge
— en montage drain commun S714 OU Sfd
Coefficient de transmission inverse:
— en montage émetteur commun §12¢ OU Spe
— en montage source commune S125 OU Spg
[ — ¢ montage base COMMUIE S135 OU 576
— en montage grille commune 512 OU Spg
— en montage collecteur commun $12¢ OU Sp¢
— en montage drain commun §124 OU Syg (\ x

N

Page 38

L5 Paramétres de fréquence

[jouter les symboles littéraux suivants:

AL

Nom et désignation

U Observations

Syhbole littéral Q

Fréquence pour laquelle le coefficient
de transmission direct est égal a
'unité:

N

— en montage émeteur ¢ e Jse = fpour s3] =1

— en montage squrce Jsso Fiss S = fpour |syl =1

— en montage b Siso S = fpour syl = 1

— en montage sg> Jisg Jfg = Sfpour syl = 1

— €N mo > flsc f;c = fpour [s21¢l = 1

— en mo Tsds fisd S = Spour |syq4l = I
Mdésignation Symbole littéral Observations

Rapport des valeurs statiques des rap- hrgi/hre2, La plus faible des deux valeurs figure au numéra-
ports de transfert de courant direct hoei/hae2 teur
en émetteur commun

Différence entre les tensions base- Veer — Vee2 La plus faible valeur est soustraite de la plus forte

émetteur

valeur

Variation de la différence des ten-
sions base-émetteur entre deux
températures

IA(Ve1 — Veedlar
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Name and designation Letter symbol Remarks

Forward transmission coefficient:

— in common-emitter configuration $21e OF Sge
— in common-source configuration $21s OF Sfg
— in common-base configuration $21b OT Sty
— in common-gate configuration 5215 OF Sgg
— in common-collector configuration 8§21 OF Sg¢
— in common-drain configuration 5214 OF Sgq

Reverse transmission coefficient:

— in common-emitter configuration $12¢ OF Spe

— in common-source configuration $126 O Spg

— in common-base-eonfiguration STty

— in cpmmon-gate configuration §12g OT Spg

— in cpmmon-collector configuration §12¢ OT 8¢

— in common-drain configuration $12d OF S¢g (\d x
Page 39

3.5 Frequency parameters
Add the following letter symbols: /(7
N\ AN

Name and designation etter symbol ( & U Remarks

Frequepcy of unity forward trans-
mission coefficient:

— in cpmmon-emitter configugatio f for |57l

1
— in ¢ommon-source configuration Sfor |syl =1
— in qommon-base config Sfoor Isypl = 1
— in common-gate confighrat Js S for [syel =1
— in gommon-collgérar co i I Sfor syl = 1
— in dommon-dr4 p i ; Jaa = Sffor |sygl = 1
Page 43
Add the

Naine anMion ‘ Letter symbol Remarks

Ratio of static values of common- hgg1/hFE2, The smaller of the two values is taken as the
emitter forward current transfer hae1/h2iE2 numerator
ratio

Difference between base-emitter volt- Veer — Vam The smaller value is subtracted from the larger
ages value

Change in difference of base-emitter IA(VBer — VBEDIAT

voltages between two temperatures



https://iecnorm.com/api/?name=9354cba4fd02240b1bacadcd13f440a2

— 10 —

CHAPITRE III: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES POUR SIGNAUX
DE FAIBLE PUISSANCE

Page 44

3.1 Tensions

Ajouter les symboles littéraux suivants:

Nom et désignation Symbole littéral ‘ Observations

Tension de recouvrement direct i VER

[

Valeur de pointe de la tension de VerMm
recouvrement direct <\

Ppge 46

313  Puissances

D

jouter les symboles littéraux suivants: (\

A

° N\

Nom et désignation \Sy{ le litfir\al \j/ Observations
Dissipation de puissance dans le cas P¢
d’une onde R.F. entrgtenue m

\(/—\ — Pour les diodes détectrices

Dissipation de ppissance.dans'le Py
de trains d’ondes R, §

E
Q \/
3.5 Grand divexses
y, les-littéxau vants:

ljout?les\

m
N\
Nowmet désignation Symbole littéral Observations

N\
Sensibilité_différgntielle en courant Bi
Sensibilitd | »

Energie d’une seule impulsion Ep, Wp

. . . o Pour les diodes détectrices
Energie d’une impulsion répétitive Ep(rep)
Résistance différentielle au point de Top

fonctionnement

Facteur de mérite M
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CHAPTER I1I: LETTER SYMBOLS FOR LOW-POWER SIGNAL DIODES

Page 45

3.1 Voltages
Add the following letter symbols:

Name and designation Letter symbol Remarks

Forward recovery voltage VER

Peak vhlue of forward recovery volt- VerM
age !

&
Page 47
3.3  Powers ‘
Add the [following letter symbols: (\

h ),
Name and designation Ig@rgﬁ\ & U Remarks

R.F. cv. power dissipation P C“ Q

<O

3.5 Sunpdry quantiti
Add the follou}ng\g@ bolss:

N >For detector diodes
Pulse 1.f. power dissipatiol\Aw x\\)

Mﬁ}n\ation\ Letter symbol Remarks
N\

Increnjental cuPrent sensiivity Bi
Total ¢urrent sensitivity B
Single pulse energy Ep, Wp
. For detector diodes
Repetitive pulse energy Ep(rep)
Operating point differential resistance Top

Factor of merit M
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CHAPITRE 1V: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES REGULATRICES DE TENSION
ET LES DIODES DE TENSION DE REFERENCE

Page 8 de la Publication 148A

3.3 Grandeurs diverses

Ajouter le symbole littéral suivant:

Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

/

Instabilité a long terme de la tension
de régulation

dvz

Pour les dio@e tw

rence

Rage 54

3.1 Tensions

Hjouter les symbgles Titté

CHAPITRE VII: SYMBOLES LITTERAUX

S DE REDRESSEMENT

Gt

\sfknbole littéral
N

Observations

Tension %/}%KVM;\%

VFR
Valgur pointd deNa tension de VerM
regouvremeny, direct
\\\)
Page 56
3.2 Courants
Ajouter le symbole littéral suivant:
Nom et désignation Symbole littéral Observations

Courant de recouvrement inverse

IRR
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Page 9 of Pub

3.3  Sundry

— 13 —

CHAPTER 1V: LETTER SYMBOLS FOR VOLTAGE' REFERENCE
AND VOLTAGE REGULATOR DIODES

lication 148A

quantities

Add the following letter symbol:

Nam:

e and designation Letter symbol

Remarks

/

Working vol

tage long-term instability vz

Page 55

CHAPTER VII: LETTER SYMBOLS

3.1 Voltages

For voltage reference @s x

R’ R IER.DIODES

Add the|following letter N Is: %

x\ { \\\,@2

Remarks

Forwatd recovery 2@1&%\ \/> VER

Peak vplue
voltgge

Ww Verm

AN

RN

Page 57

3.2 Currents

Add the following letter symbol.:

Name and designation Letter symbol

Remarks

Reverse recovery current IRR
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Page 56

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

3.3 Puissances

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Dissipation de puissance en direct Pg
Dissipation de puissance en inverse Pr /(
N\
Dissipation a I'établissement du cou-
rant:
— dissipation moyenne a I'établisse- Prriav)
ment du courant
— dissipation totale instantanée a PFT

I’établissement du courant

— dissipation de pointe a I'établisse- Perm
ment du courant A

Dissipation 4 la coupure du courant:
— dissipation moyenne a la coupur

du courant
— dissipation totale instantanée a la

coupure du courant
— dissipation de pointe a la coupure

du courant
/\ /N

BOLES LITTERAUX POUR LES THYRISTQRS

Page 6

3.2V Courants principaux

Ajouter les symboles littéraux suivants:

Nom et désignation Symbole littéral Observations

Courant de recouvrement inverse iRR

Courant d’accrochage I
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Page 57

Add the following new sub-clause:

3.3 Powers

—_—15 —

Name and designation Letter symbol Remarks
Forward power dissipation Pe
Revers¢ power dissipation Py . /\(
LN
Turn-op dissipation:
— avefage turn-on dissipation Prravy
— totdl instantaneous turn-on dissi- PFT
paic()n
— peak turn-on dissipation Perm

Turn-dff dissipation:
— avgrage turn-off dissipation

— totgl instantaneous turn-off dissi-
pat on
— pedk turn-off dissipation

N

3.2 Principal currents

Page 63

Y
N
P

ER SYMBOLS FOR THYRISTORS

Add the following letter symbols:

Name and designation

Letter symbol

Remarks

Reverse recovery current

Latching current
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Page 64

3.5 Grandeurs de temps

Ajouter les symboles littéraux suivants:

|

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Retard a la croissance commandée toa, (1)
par la gachette ty et t. ne doivent étre utilisés que si aucune

confusion n’est possible

Temps de croissance commandée par tor, (£r)
faghctette

Temps de recouvrement a [I'état tar Pour les t ors tripde) s\ac{ { en inverse
bloqué

@”

3.6 Grandeurs diverses

Mjouter les symboles littéraux sul@

Nom et désignation <Sg\bo Observations

Vitesse critique de OIW
tension de co:

Nat n

Charge El etat%\\

Pour les thyristors triodes passan{ en inverse,
dv/dt (c) est le symbole preférd

Pour les thyristors triodes passanf en inverse

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Dissipation de puissance a I'état Pr
passant
Dissipation de puissance en inverse Pr Pour les thyristors triodes bloqués et passant en
inverse
Dissipation de puissance a Vétat Pp
bloqué
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Page 65

3.5 Time quantities

Add the following letter symbols:

Name and designation Letter symbol Remarks

Gate-controlled delay time Loy, (L0)

tq and ¢, are to be used only when misinter-
_pretation will not result

Gate-controlled rise time toe, (1)

N
Off-state recovery time . tar For reverse cond&w

Page 65

3.6 Sundry quantities

Add thq following letter symbols: & G
1 B

Name and designation etter N Remarks
Criticql rate of rise of com tw tb}) For reverse conducting triode thyristors,
voltage [\ (\(dv t{¢om)) dv/dt (c) is the preferred symbol

Off-sthte recover@rg§ ? \%> For reverse conducting triode thyristors

Page 65
Add théollowi sub-clause:
3.7 Powers

Name and designation Letter symbol Remarks
On-state power dissipation Pr
Reverse power dissipation Pr For reverse blocking and conducting triode
thyristors

Off-state power dissipation Py
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Dissipation a 1’établissement
du courant:

— dissipation moyenne a I'établisse-
ment du courant

— dissipation totale instantanée a
I’établissement du courant

— dissipation de pointe a I’établisse-
ment du courant

Prrav)
Prr

Prtm

Dissipation a la coupure du courant:
- dissipation moyenne a la coupure

Praavy ou Pporav)

ducourant

— dissipation totale instantanée a la
coupure du courant

— dissipation de pointe a la coupure
du courant

PRrQ OU PnQ

PRQM ou PDQM

Page 20 de la Publication 148A

Ajouter le nouveau paragraphe su

3.7 Transistors a effet de champ

appari
(O

N

S
NN\

CHAPITRE IX: SYMBOLES LITTERAUX PO RANS A EFFET DE CHAMP

N

Nom et d(&g\@){\
N

iés
\s?n%olj\u)eral

Observations

valeur

Différence_ent Iy — I La plus faible valeur est soustraife de la plus forte
de our es transi valeur
de chamy dghille i
rence enyre le
de gril
de chlamp
R po&ou nWain pour Inssi/Ipss2 La plus faible des deux valeurs figure au numeéra-
u te}i&ngrﬂl source nulle teur
N
Difféerence des conductances de sortie Bosl — 8os2 La plus faible valeur est soustrajte de la plus forte
its signaux et en source com- valeur
mune
Rapport des conductances de trans- 81s1/81s2 La plus faible des deux valeurs figure au numéra-
fert direct en petits signaux et en. teur
source commune
Différence des tensions grille-source Vest — Vos2 La plus faible valeur est soustraite de la plus forte

Variation de la différence des ten-
sions grille-source entre deux tem-
pératures

IA(Vgs1 ~ Vasplar
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Name and designation Letter symbol Remarks
" Turn-on dissipation:
— average turn-on dissipation Prrav)
— total instantaneous turn-on dissi- PIT
pation
— peak turn-on dissipation Prrv

Turn-off dissipation:
— average turn-off dissipation

Proav) or Ppgiavy

— total [instantaneous turn-off dissi-

Page 21 of Publication 148A

Add the jollowing new sub-clause:

3.7

Maiched-pair field-effect transistors

Y

PRQ OT PDQ
patiop
— peak furn-off dissipation Prgm or Ppoum <\

CHAPTER IX: LETTER SYMBOLS FOR FIELD-k ISTORS

Name and designation

N

Remarks

Differefice of gate leaka;
(for ‘iIlsulated-g eld
sistorp) and differeneé

off ¢urrents (for juActi

effec| transistors) <\

O

w

The smaller value is subtracted from the
value

larger

Ratio of drain cur& z OQIQ/
sourq% \

Ipssi/ Ipss:

The smaller of the two values is taken ds the

numerator

N\

Differepce of

common- 8osi — Bos2 The smaller value is subtracted from the |arger
sourde output co ces value
Ratio of smali-signal common-source L2151/ 812 The smaller of the two values is taken as the
forward transfer conductances numerator
Difference of gate-source voltages Vaost — Vags2 The smaller value is subtracted from the larger

value

Change in difference of gate-source
voltages between two temperatures

A(VGst — Vasdlar



https://iecnorm.com/api/?name=9354cba4fd02240b1bacadcd13f440a2

—_ 20 —

CHAPITRE X: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES MICROCIRCUITS INTEGRES
DIGITAUX

Page 27 de la Publication 148A

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

2.2.3  Autres indices
su pour établissement (ou: préparation)
h  pour maintien
res pour résolution.

Ajouter le nouvel article suivant:
31 Fonctions di

Pour les associations maitre-esclave, il n’y a pas -besoin le littéral supplémentaire
pour la désignation littérale. Si cela s’avére nécessaire, on po i e 4 I’association

CHAPITRE XI: SYMBOLES LITTERAUX PC INTEGRES

Page 28 de la Publication 148A

1. Tensions et courants
Ajouter les symboles littéraux suivants:

Nom et désignation & Q}TW Observations
Tension d’ent.[e\co\rx n & \}C/
commun
Tensi@t é%ﬁ{\ﬁ{\m/\%\/ Vip
différe ti{\
A\

4. Gran ive
M les. symboles litieraux suivants:
N

S
N%et désignation Symbole littéral Observations|
Fréquence pour l'amplification (en fi

boucle ouverte) unité

Sensibilité a la variation de la tension ksys
d’alimentation

Taux de réjection di & une alimenta- ksvr L’abréviation SVR est d’'un usage courant pour
tion cette grandeur
Taux de réjection en mode commun kcmr L'abréviation CMR est d'un usage courant pour

cette grandeur
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